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第 1章 序論 




場依存性、温度依存性を調査し、その物理機構の起源を明らかにすることである。2 つの Co/Ni 系に着目することで、磁
壁電流駆動現象の機構解明を行う。 
 
第 2章 磁壁駆動に関する物理 







第 3章 試料作製および測定手法 
実験に使用した垂直磁気異方性を有する対称構造および非対称構造を有する Co/Ni 多層膜の作製方法および微細加工、
測定手法について説明する。第 4章で使用した Co/Niの上下に Ptが挿入された対称構造を有する多層膜は NECデバイス

































磁性層の膜厚が 1.2 nm~8.4 nmの Co/Ni多層膜を幅 220 nmのナノ細線に加工し、試料を作製した。磁壁電流駆動実験の











第 6章 結論 
これらの成果は、磁壁電流駆動研究において盛んに使用されてきた材料である Co/Ni 多層膜に着目したものである。ま
た、その構造対称性を破ることで新たな磁壁電流駆動機構が出現することを示しており、その機構解明を行ったことで学
術的に先駆的かつ意義深いものである。磁壁電流駆動現象を利用したメモリデバイスを実現するためには、複数磁壁電流
駆動や書き換え耐久性の強化などまだまだ解決すべき問題が山積みである。本研究成果は、磁壁駆動機構と温度、断熱ス
ピントルクの効果と界面の効果の相関を明らかにしているため、そうした課題を解決する糸口になるものとして位置づけ
られる。従って、磁壁電流駆動のみならずスピントロニクス全体の発展に少なからず貢献するものであると考えている。 
 
